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Fig. 1 (a) PMN-PT with the deposited gold 

electrodes, (b) edge of PMN-PT. 
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１．概要（Summary） 
量子ドット(QD) 等の半導体ナノ結晶中のスピン自由

度を利用した量子情報処理研究が盛んである．そこで

は標的スピン群と環境（電極や熱浴等）との相互作用

のより深い理解とフォノンや原子核スピン等のリザ

ーバのエンジニアリングが特に重要となる．そのため

にQDでの核四極子効果を明らかにすることを目的と

した．今回は，単一QDに無歪状態から系統的な歪変化

を与えることを目指して，北海道大学オープンファシ

リティの設備を利用して，QDに歪印可を行なうための

圧電素子を用いたデバイスの試作準備およびQD試料

のメサ構造作製をおこなった． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ICP 高密度プラズマエッチング装置（RIE-101iHS） 

プラズマ CVD 装置(PD-220ESN) 

超高精度電子ビーム描画装置(ELS-F125-U) 

反応性イオンエッチング装置(RIE-10NRV) 

ヘリコンスパッタリング装置 

【実験方法】 

歪印加デバイスの試作準備 

圧電素子に電圧を印加するために，ガラス基板および

圧電素子に金薄膜を蒸着し，表面状態を観察するととも

に，電圧印加による素子の伸長を計測． 

QD 試料をピラー状にメサ加工し，金電極への熱圧着

をおこなった． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に示す金電極を蒸着した圧電素子に電圧印加

を行い，1 および２の方向の変化を光学顕微鏡で観察す

るとともに，Z 方向の厚み変化をマイケルソン干渉計を用

いて計測した結果，0~-10 kV/cm の範囲で１方向に~4.3 

m, 2 の方向に~4.7m の変化であり，これはそれぞれ

0.17％，0.09％の面内歪に相当することが判明した．また

圧電素子表面に蒸着した金電極での QD ピラーの埋め込

みを熱圧着で行い，圧着の最適条件を探索中である． 
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